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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.19

Тема дисертації:
1. Ріст, структурно-фазові перетворення та рентгенооптичні властивості багатошарових нанорозмірних
плівкових композицій Cо/C

2. Growth, structure, phase transformation and X-ray optics performance of Co/C nanoscale multilayers

Реферат:
1. Об'єкт: багатошарове періодичне покриття Co/C з товщинами шарів від 0.8 нм до 7 нм, яке методом
магнетронного розпилення нанесено на плоскі поліровані кремнієві підкладки й скляні підкладки, а також
увігнуті й опуклі сферичні кварцові підкладки. Мета: встановлення особливостей формування, структурних і
фазових перетворень та рентгенооптичних властивостей багатошарових нанорозмірних періодичних
композицій Со/С, а також дослідження можливості створення на їх основі ефективної зображувальної
системи для спектрального діапазону "вуглецеве вікно" (4.4 - 5.0 нм). Методи: рентгенівська дифрактометрія,



рентгенівська малокутова дифрактометрія, комп'ютерне моделювання кривих малокутової рентгенівської
дифракції, високороздільна просвічувальна електронна мікроскопія, атомно-силова мікроскопія,
рентгенооптичні методи із застосуванням синхротронного випромінювання. Результати: Показано, що при
формуванні в багатошарових періодичних покриттях Со/С відбувається міжшарова взаємодія й уперше
виділені три стадії взаємодії. Установлено температурні інтервали структурно-фазових перетворень у
покриттях при відпалах з температурою від 250 С до 600 С. Досліджено рентгенооптичні характеристики
композицій. На основі покриттів створено об'єктив Шварцшильда з рекордним очікуваним коефіцієнтом
пропускання для випромінювання з довжиною хвилі 4,4 - 5 нм. Галузь використання: фізика твердого тіла,
фізика тонких плівок, нанофізика

2. Object: Co/C multilayers with Со layer thickness 0.8 - 7 нм, deposited by magnetron sputtering method on flat
polished Si substrates, glass substrates, concave and convex spherical silica substrates. The purpose:
determination of growth features, construction and structural transformations, X-ray optics performance of
nanoscale multilayers Со/С and investigation of formation capability multilayers efficient of X-ray optical systems
with Со/С multilayers operating in the "carbon window" region (at wavelengths 4.4 - 5.0 nm). Methods: X-ray
diffractometry, X-ray small angle diffraction, simulating of X-ray small angle diffraction, high resolution
transmission electron microscopy, atomic-force microscopy, X-ray methods with synchrotron radiation sources.
Results: Interfacial interaction during formation in Со/С multilayers and three stages of interaction were
occurred. Temperature ranges for construction and structural transformations in multilayers during thermal
annealing with 250-600C were determined. X-ray optics performance of multilayers were studied. Based on
multilayers Schwarzschild objective with record high throughput at wavelengths from 4.5 to 5.0 nm was developed.
The field of application: solid state physics, physics of thin films, nanophysics
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